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studenterna ansvarar sjalva for att ta med det de tror sig
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3:a 8p
4:a 12p
5:a 16p

Tentan utgors av fem uppgifter om vardera fyra poéng.
Uppgifterna bestar av deluppgifter (a, b, ¢, ...). Om
foregaende deluppgift ej har losts sa godtas antagna
varden nodvandiga for att 16sa ndstkommande uppgift
under forutsattning att dessa varden ar fysikaliskt
rimliga.

Referensimpedansen &r om inget annat anges 50 Q

LYCKA TILL!



1. Utgangsimpedansen pé en transistor dr 12 + j6 Q, och den skall anpassas till en

last pa 60 Q.

a) Tafram ett diskret L-anpassningsnat med hog-pass karakteristik som skapar en
reflektionsfri anpassning mellan transistor och last

b) Bestdm komponentvérdena vid designfrekvensen 2 GHz

c) Berdkna return loss” (RL) sett fran lasten dd en annan transistor med
utgangsimpedansen 20 + j30 Q ansluts istéllet

(4p)

2. En forstarkare med minst 20 dB forstarkning, och en brusfaktor pa maximalt 2 dB,
vid 3 GHz skall designas. Tva olika transistorer finns att valja mellan:

Transistor 1

G [0.7490° 0
52180° 0.6£90°

Fmin = 1 dB

Rn =50 Q

Topt = 0.42 — 90°

]

Transistor 2

s=[08200" 0 ]

4,180° 0.8£90°
Fmin = 1 dB
Rn,=50 Q

Topt = 0.42 — 90°

a) Uppfyller nagon av transistorerna specifikationen? Motivera ditt val!
b) Vilj I's och I'. fér vald transistor sa att specifikationen uppfylls
c) Tafram ett enkelstubbanpassningsnat for ingangen

Ett biaseringsnat for en forstarkare ar framtaget enligt bilden till

hoger. Substratet ar ett Rogers RO4350B med permittiviteten (er)

3.66, och tjockleken 10 mil (0.254 mm).

Langden (1) & 15.5 mm och bredden (W) &r 0.15 mm.

a) Bestam den Kkarakteristiska

transmissionsledning

b) Bestdm centerfrekvensen for forstarkaren
c) Berakna in-impedansen for biaseringsnétet vid 4 GHz

impedansen  for

biasnatets

(4p)



4. En Oscillator skall designas vid 5 GHz. Till ditt forfogande har du en transistor
som har foljande S-parametrar vid designfrekvensen:

S = [0.8490O 0.140°]

32180° 0.8490°

a) A transistorn lamplig for oscillatordesign?

b) Bestidm 't och 'L sa att oscillationsvillkoret ar uppfyllt

c) Samma transistor skall anvéndas till en effektforstarkare. Ta fram lamplig
stabilisering sa att detta ar mojligt.

(4p)

5. En komplett mottagare skall designas dar antennen foljs direkt av en
nedkonverterande blandare, samt IF-forstarkare enligt figuren nedan.

Blandare IF-Amp

Du har tva olika blandaren att valja mellan med féljande prestanda:

Blandare 1 Blandare 2
c=2dB c=5dB
Fn,=1dB Fn=2dB
Du har aven tva olika IF-forstarkare att vélja mellan med foljande prestanda:
IF-Amp 1 IF-Amp 2
G=5dB G=10dB
F,=0.5dB F,=1dB

Antennens dampning ar 0.2 dB, och hela mottagaren har temperaturen To = 290K.

a) Vilket val av blandare samt IF-forstarkare ger béast mottagarprestanda?
b) Bestdm forstarkning samt brusfaktor for hela mottagaren for vald blandare och
IF-forstarkare

(4p)
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